DIODA IMPULSOWA
O BAPS855

Dioda krzemowa epiplanarna jest przeznaczona do stoso-
wania w uktadach impulsowych i przelgczajacych o bar-
dzo duzej szybko$ci oraz w innych ukladach jako ogra-
nicznik napiecia w hybrydowych ukladach scalonych.

max3
mox4g max12
:)é[
X i
135
082018

K
TN dmz

Obudowa plastykowa nietypowa

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartosci parametréw eksploatacyjnych

Napiecie wsteczne Ur 50 V
Szcezytowe napiecie :

wsteczne Ugnm 50V
‘Sredni prad wypro-

stowany I 60 mA

Prad przewodzenia Ip
Szczytowy prad prze-
wodzenia Irm

Niepowtarzalny szczy-
towy prad przewo-

dzenia Ipsm
Moc catkowita ' Piot
Temperatura zlgcza t;

Zakres temperatury

sktadowania tstg 233..

T-14/2

SWW 1156-131
80 mA
180 mA
800 mA
200 mW

398 K (125°C)

398 K (—40...+125°C)

Parametry statyczne; t;,, = 298 K (25°C)

min.

Prad wsteczny

przy Ur =30V Ir —
Napiecie przebicia
przy Ir=5 p,A U(BR) 50

Napiecie przewodzenia Up —

Parametry dynamiczne; tomp = 298 K

Czas przelgczania
przy Ir = 10 mA;

Up=6V;
irr = 1 mMA,;
-RL = 100 Q trr -

Pojemno$é diody
przy f =1 MHz;
Ur=0V C; —

typ. maks.

8 50 nA

65 — \'%

0,9 1 v
25°0)

1,8 2  ns

—_ 2 pF
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NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM POLPRZEWODNIKOW

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431 -39
Teleks: 813 219
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BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 2894 11; 28 64 74
Teleks: 813 435




